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(54) Amplificateur distribue adaptateur basse impedance pour emetteur optoelectronique de 
signaux hyperfrequences a tres large bande 



(57) Les valeurs des elements passifs servant a 
constituer les equivalents de troncons de la ligne de 
drain et/ou de la ligne de grille (FD et/ou FG) de chaque 
cellule amplificatrice de I'amplificateur distribue sont 
choisies de maniere appropriee pour que I'impedance 
caracteristique de chaque cellule soit plus petite que 
celle de la cellule precedente, selon le sens de la pro- 



pagation des signaux hyperfrequences. et conforme- 
ment a une loi choisie afin d'amener progressivement 
I'impedance caracteristique de la ligne de drain (LD) a 
une valeur choisie permettant une adaptation basse im- 
pedance entre les circuits electroniques amont et aval, 
tout en conservant un gain plat sans discontinuity sur la 
tres large bande de frequences 
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Description 

La presente invention concerne un amplificateur 
distribue adaptateur basse impedance pour emetteur 
optoelectronique de signaux hyperfrequences a tres lar- 
ge bande. 

Elle trouve une application en optoelectronique, 
dans la fabrication de circuits integres monolithiques hy- 
perfrequences destines a la transmission de signaux 
hyperfrequences sur fibres optiques. 

Les systemes hyperfrequences dans le domaine du 
radar, de la guerre electronique et des applications de 
telecommunications: augmentent continuellement leur 
niveau de complexity, et utilisent de plus en plus des 
liaisons hyperirequences. 

Compte tenu des avantages conferes par les fibres 
optiques, notamment en termes d'encombrement et de 
penes, les liaisons hyperirequences utilisent de plus en 
plus de fibres optiques et des transducteurs optoelec- 
uoniques tels que des diodes laser et des photodiodes. 

Oi. les diodes laser ont une impedance d'environs 
quelques Ohms, inferieure a {'impedance normalisee de 
50 l> des circuits electroniques de commande des si- 
gnaux hyperirequences. 

II en rcsulte un mauvais rendement de la liaison op- 
tiquc sur le plan du gain, du facteur de bruit et de la 
dynnmique. 

Pour ameliorer 1'adaptation d'impedance ; une solu- 
tion connue consiste a mettre en serie, avec la diode 
Insor une resistance complementaire de I'ordre de 45 
12 

Toutelois. une telle solution a I'inconvenient d'en- 
gendrer une perte de puissance d'environ 10 dB. 

Par ailleurs, on connait des amplificateurs a large 
bnndc en hyperfrequences, appeles amplificateurs dis- 
tnoucs cl qui sont capables de fonctionner sur une tres 
Inge bande, avec une platitude de gain excellente. 

Sur in figure 1 , un amplificateur distribue a large 
bnndc do Sequences de Tart anterieur comprend n cel- 
iacs nmplilicatrices CE montees entre une ligne de 
grille LG el une ligne de drain LD. Chaque cellule CE 
individualisee en CE1 a CEn comporte une structure 
amplilicaince A individualisee en Al a An et possedant, 
le plus souvent, un transistor a eflet de champ T indivi- 
dualise en T1 a Th, et monte en source commune. Des 
elements passifs servant a constituer des equivalents 
de troncons de la ligne de drain et de la ligne de grille 
(non representes) completent chaque cellule amplifica- 
trice 

Chaque transistor T, par exemple le transistor T1 
est interconnects entre un point G, par exemple le point 
G1 , de la ligne de grille LG et un point D, par exemple 
Ic point D1 de la ligne de drain LD. La ligne de drain est 
parfois appelee "ligne de drains commune" dans la me* 
sure ou tous les drains des transistors sont relies sur 
cette ligne. De meme, la ligne de grille est parfois appe- 
lee "ligne de grilles commune" dans la mesure ou toutes 
les grilles des transistors sont reliees sur cette meme 



ligne. 

La tete de la ligne de grille LG forme I'entree E de 
I'amplificateur distribue. L'autre extremite de la ligne de 
grille est chargee sur une resistance terminate RG qui 

s est sensiblement egale a I'impedance caracteristique de 
la ligne de grille. Inversement, Tune des extremites de 
la ligne de drain est chargee sur une resistance termi- 
nate RD sensiblement egale a I'impedance caracteristi- 
que de la ligne de drain, tandis que l'autre extremite de 

10 la ligne de drain definit la sortie S de I'amplificateur dis- 
tribue. 

Des premiers moyens de polarisation (non repre- 
sentes) appliquent une premiere tension de polarisation 
a la ligne de grille LG, et des seconds moyens de pola- 
ts risation (non representes) appliquent une seconde ten- 
sion de polarisation a la ligne de drain LD. 

Le principe de fonctionnement de I'amplificateur 
distribue de la figure 1 est le suivant : 

Le signal d'entree se propage sur la ligne de grille 
20 LG. Chaque structure amplificatrice, par exemple la 
structure A1 le recoit en son point G1 , et fournit a la ligne 
de drain en son point D 1 , une version amplifiee du signal 
d'entree, version qui se propage sur cette ligne de drain 
LD. 

2S Dans cette application connue d'amplification, les 
tensions continues de polarisation des lignes de grille 
et de drain sont appliquees a travers des resistances 
terminates identiques de 50 Q. 

On connait aussi d'apres le document EP-A-0 404 

30 632, un dispositif electronique adaptateur basse impe- 
dance a large bande de frequences ayant une structure 
de type amplificateur distribue, et comprenant ng lignes 
de grille et nd lignes de drain montees en parallele (avec 
ng et nd entiers superieurs ou egaux a 1). Le rapport 

3S d'adaptation d'impedance entre I'entree et la sortie du 
dispositif est lie ici au rapport ng/nd. 

Un tel dispositif a I'inconvenient d'etre complexe a 
mettre en oeuvre, et d'occuper une surface importante 
a cause des ng et nd lignes de grille et de drain a imple- 

40 menter. 

La presente invention a pour objet de remedier a 
ces problemes. 

Elle porte sur un amplificateur distribue pour si- 
gnaux hyperfrequences a tres large bande, destine a 

45 §tre interpose entre un circuit electronique amont d'im- 
pedance predeterminee, et un circuit electronique aval 
de basse impedance par rapport a celle du circuit elec- 
tronique amont, ledil amplificateur comprenant une plu- 
ralite de cellules amplificatrices montees chacune entre 

so une ligne de grille et une ligne de drain, chaque cellule 
comportant un circuit actif possedant au moins un tran- 
sistor a effet de champ monte en source commune, et 
des elements passifs servant a constituer des equiva- 
lents de troncons de la ligne de drain et de la ligne de 

55 grille. 

Selon une definition generate de Tinvention, Tune 
des extremite de la ligne de grille, formant I'entree de 
I'amplificateur distribue, est reliee au circuit electronique 
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amont ; Tune des extremites de la ligne de drain, formant 
la sortie de I'amplificateur distribue, est reliee au circuit 
electronique aval ; et les valeurs des elements passifs 
servant a constituer les equivalents de troncons de la 
ligne de drain et/ou de la ligne de grille de chaque cellule $ 
sont choisies de maniere appropriee pour que I'impe- 
dance caracteristique de chaque cellule soit plus petite 
que celle de la cellule precedente, selon le sens de pro- 
pagation des signaux hyperfrequences, et conforme- 
ment a une loi choisie, afin d'amener progressivernent io 
I'impedance caracteristique de la ligne de drain a une „ 
valeur choisie permettant une adaptation basse impe- 
dance entre les circuits electroniques amont et aval, tout 
en conservant un gain plat et sans discontinuity sur la 
tres large bande de frequences. 15 

Une telle structure a I'avantage de fournir une adap- 
tation basse impedance et large bande, de maniere sim- 
ple, peu encombrante et facile a mettre en oeuvre, sans 
engendrer de perte de puissance comme la solution a 
resistance complementaire de I'arl anterieur et avec une 20 
amelioration d'environ 5 a 10 dBobtenue grace au gain 
de ramplificateur distribue. 

D'autres caracteristiques et avantages de Inven- 
tion apparattront a la lumiere de la description detaillee 
ci-apres et des dessins annexes dans lesquels : 25 

la figure 1 est un schema de principe d'un amplifi- 
cateur distribue a tres large bande de frequences 
de Tart anterieur ; 

30 

la figure 2 est un schema de principe d'un amplifi- 
cateur distribue adaptateur basse impedance a tres 
large bande selon invention ; 

la figure 3 est un dessin de masque de I'amplifica- zs 
teur distribue de la figure 2, en technologie de circuit 
integre monolithique hyperfrequence selon 
I'invention ; 

les figures 4A a 4D represented respectivement 
des liaisons a fibres optiques avec ou sans amplifi- 
cateur distribue hyperfrequence selon I'invention ; 
et 

les figures 5 a 7 representent des courbes illustrant 
le bilan des liaisons des dispositifs decrits en refe- 
rence aux figures 4A a 4D. 

Les dessins annexes comportent pour I'essenttel 
des elements de caractere certain, lis pourront done non 
seulement servir a mieux faire comprendre la descrip- 
tion detaillee ci-apres. mais aussi contribuer a la defini- 
tion de I'invention, le cas echeant. 

La Demanderesse s'est pose le probleme d'utiliser 
I'amplificateur distribue hyperfreqtjence deerit en refe- 
rence a la figur& 1 , non seulement pour assurer une 
fonction d'amplification. mais aussi pour exercer une 
fonction d'adaptation basse impedance, tout en conser- 



vant un gain plat et sans discontinuity sur la tres large 
bande de frequences. Elle s'est pose aussi le probleme 
de fournir un dispositif simple, peu encombrant, facile a 
mettre en oeuvre et presentant un haut rendement de 
fabrication. 

La solution proposee selon la presente invention 
consiste, en reference a la figure 2, a effectuer notam- 
ment les modifications suivantes par rapport a I'amplifi- 
cateur distribue decrit en reference a la figure 1. 

Tout d'abord, I'une des extremites de la ligne de 
grille LG. formant I'entree E de I'amplificateur distribue, 
est reliee a un circuit electronique amont (non represen- 
te), qui est par exemple un dispositif de commande pour 
diodes laser. 

Ensuite, I'une des extremite de la ligne de drain LD, 
formant la sortie S de ramplificateur distribue. est reliee 
a un circuit electronique aval, par exemple une diode 
laser. 

Enfin, et surtout, les valeurs des elements passifs 
servant a constituer les equivalents de troncons de la 
ligne de drain et/ou de la ligne de grille de chaque cel- 
lule, sont choisies de maniere appropriee pour que I'im- 
pedance caracteristique de chaque cellule soit plus pe- 
tite que celle de la cellule precedente, selon le sens de 
propagation des signaux hyperfrequences et conforme- 
ment a une loi choisie, afin d'amener progressivernent 
I'impedance caracteristique de la ligne de drain a une 
valeur choisie permettant une adaptation basse impe- 
dance entre les circuits electroniques amont et aval, tout 
en conservant un gain plat et sans discontinuity sur la 
tres large bande de frequences 

De maniere connue, la structure de I'amplificateur 
de la figure 2 selon I'invention est completee de la ma- 
niere suivante par rapport a I'amplificateur distribue de- 
crit en reference a la figure 1. 

La premiere tension de polarisation POG est appli- 
quee a I'autre extremite de la ligne de grille LG a travers 
une premiere resistance terminate RG d'une valeur oh- 
mique predeterminee, en pratique 50Q, e'est-a-dire I'im- 
pedance caracteristique du circuit amont. 

Par ailleurs, la seconde tension de polarisation 
POD est appliquee a I'autre extremite de la ligne de 
drain LD a travers une seconde resistance terminale RD 
d'une valeur ohmique plus taible que celle de la premie- 
re resistance terminale, en pratique 10 i">, e'est-a-dire 
I'impedance caracteristique du circuit aval ici une diode 
laser. 

Une capacite de decouplage CDG, reliee a la mas- 
se, est montee en paralleie entre la resistance terminale 
RG et le circuit de polarisation delivrant la tension POG. 

De meme, une capacity de decouplage CDD reliee 
a la masse, est montee en paralleie entre la resistance 
terminale RD et le circuit de polarisation delivrant la ten- 
sion POD. 

Par ailleurs, une capacity de liaison CL est prevue 
entre Tentree de I'amplificateur distribue E et la premiere 
cellule amplificatrice CE 1 . De meme, une autre capacity 
de liaison 30 est prevue entre la sortie de la derniere 
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cellule amplificatrice CE4 et la sortie S de I'amplificateur 
distribue. 

En ce qui concerne la diode laser, il est prevu un 
circuit de polarisation specifique agence de la maniere 
suivante. Le point commun 31 de la capacite de liaison 
30 et de la sortie S est relie au circuit de polarisation 
delivrant la tension de polarisation POL de la diode laser 
a travers une inductance 32 et une capacite de decou- 
plage 34 montee en parallele et reliee a la masse. 

D'une maniere egalement connue, les elements 
passifs servant a constituer les equivalents de troncons 
de ia ligne de grille FG (par exemple FG1), de chaque 
cellule (par exemple la cellule CE1 ) comprennent deux 
inductances en serie 12-1, 14-1 et une capacite 10-1 
montee en parallele sur ces deux inductances 12-1 et 
14-1. Les deux inductances comprennent une mutuelle 
inductance. Avec la capacite grille-source du transistor, 
une telle structure est equivalente a un filtre de type pas- 
se-tout. 

Comme on le verra plus en detail en reference a la 
figure 3, la capacite 10-1 n'est pas materialisee dans la 
mesure ou elle a ici une valeur tres faible, non materia- 
lisable. Elle est done repartie dans les inductances 12-1 
et 14-1. Le point commun 15-1 des deux inductances 
12-1 et 14-1 est par consequent relie a la grille du tran- 
sistor T1. La valeur de la mutuelle inductance est ici 
avantageusement nulle. Les elements passifs FG ainsi 
agences sont equivalents a un filtre de type passe-bas. 

De meme, de maniere egalement connue, les ele- 
ments passifs servant a constituer les equivalents de 
troncons de ligne de drain FD (par exemple FD1), de 
chaque cellule (par exemple la cellule CE1) compren- 
nent deux inductances en serie 22-1 et 24-1 et une ca- 
pacite 20-1 montee en parallele sur ces deux inductan- 
ces 22-1 et 24-1. Les deux inductances comprennent 
une mutuelle inductance. Avec la capacite drain-source 
du transistor, une telle structure est equivalente a un fil- 
tre de type passe-tout. 

La capacite 20-1 n'est pas materialisee conforme- 
ment a la figure 3 dans la mesure ou elle est ici de faible 
valeur et repartie dans les inductances 22-1 et 24-1 . Le 
point commun 25-1 des deux inductances 22-1 et 24-1 
est par consequent relie au drain du transistor T1. La 
valeur de la mutuelle inductance est ici avantageuse- 
ment nulle. Entre le point commun 27-1 du drain et de 
la masse, est montee une capacite 26-1 que Ton decrira 
plus en detail ci-apres. Les 6l6ments passifs FD ainsi 
agences sont equivalents a un filtre de type passe-bas. 

La Demanderesse a observe de facon surprenante 
qu'en modifiant les valeurs des elements passifs FD et/ 
ou FG d'une cellule par rapport a celles de la cellule sui- 
vante, et qu'en choisissant de maniere appropriee ces 
valeurs selon une loi choisie, une adaptation basse im- 
pedance est obtenue entre les circuits amont et aval de 
ramplificateur distribue, tout encooservant une platitu- 
de de gain sur toute la largeur de bande hyperf requen- 
ces. 

Selon un premier mode de realisation decrit en re- 



ference a la figure 2, seules les valeurs des elements 
passifs FD de chaque cellule sont differentes d'une cel- 
lule a I'autre, tandis que les valeurs des elements pas- 
sifs FG sont constantes d'une cellule a I'autre. 

5 Dans un second mode de realisation (non represen- 

ts), les valeurs des elements passifs FG varient aussi 
d'une cellule a I'autre, de facon decroissante selon le 
sens de propagation des signaux hyperfrequences. Un 
tel second mode est avantageux car il permet de dimi- 

io nuer le rapport eleve entre 1'impedance equivalente de 
la ligne de drain et 1'impedance equivalente de la ligne 
de grille de la derniere cellule, mais il engendre une de- 
sadaptation d'impedance. 

Toute ia difficulty de la presente invention est de 

'5 choisir les valeurs des elements passifs FD et/ou FG 
d'une cellule a I'autre afin d'obtenir I'adaptation basse 
impedance, tout en conservant une platitude de gain sur 
la tres large bande hyperfrequences. 

La Demanderesse a tout d'abord observe que ces 

20 valeurs doivent verifier certaines conditions pour que 
I'amplificaleur distribue fonctionne correctement. 

Tout d'abord, il est necessaire que les signaux qui 
se propagent selon les deux lignes LG et LD se recom- 
binent en phase a chaque cellule. Dans le cadre du mo- 
25 de de realisation prefere de I'invention, 1'impedance du 
circuit electronique amont tel qu'un dispositif de com- 
mande habituellement utilise pour commander une dio- 
de laser, est normalisee a 50 Q, tandis que 1'impedance 
du circuit aval, telle qu'une diode laser est de quelques 

30 Ohms, typiquement entre 5 et 10 CI. 

Ainsi, pour que les deux lignes LG et LD soient 
adaptees en impedance, ii faul que le rapport 2LGG/ 
CGS soit egal au carre de 50 Q. tandis que le rapport 
2LDD/CD soit egal au carre de 10 Q avec LGG egale a 

35 ia sommes des inductances 12 et 14. CGS egale a la 
capacite grille-source du transistor, LDD egale a la som- 
me des inductances 22 et 24, et CD egale a la somme 
des capacites drain-source du transistor et de la capa- 
cite 26. 

40 Pour chaque cellule, legalisation des vitesses de 
phase impose que les produits 2LGG.CGS et 2LDD.CD 
soient egaux. 

Dans la pratique, les transistors a effet de champ 
possede une capacite grille-source bien superieure a 
45 jeur capacite drain-source. 

Par exemple, les transistors a effet de champ utili- 
ses dans I'amplificateur distribue d6crit en reference a 
la figure 2 sont du type HEMT pour High Electron Mo- 
bility Transistor, labriques selon le procede THOMSON/ 
so TCS de type VLN02/HEMT. 

En pratique, de tels transistors possedent une ca- 
pacite grille-source d'environ 109 10' 15 F et une capa- 
cite drain-source d'environ 28 10 -15 F. 

Pour satisfaire les deux conditions precitees, on 
55 choisit alors de faire varier la valeur de la capacite 26 
d'une cellule a i'autre de facon croissante vers la sortie 
de I'amplificaleur. 

La Demanderesse a obtenu une adaptation basse 
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impedance 50 Q-1 0 il pour une diode laser avec un am- 
plificateur distribue de quatre cellules el dont les valeurs 
des elements sont les suivants compte tenu des nom- 
breux parasites inherents aux composants (bien evi- 
demment, d'autres configurations avec d'autres valeurs s 
peuvent aussi convenir selon invention) : 

tension de polarisation drains POD egale a 3 V, 
tension de polarisation grille POG egale a -0,5 V < 
POG < -0,2 V, io 
inductances 12-1 a 12-4, et 14-1 a 14-4 egales a „ 
137 10- 12 H, 

capacites 10-1 a 10-4 egales a 27 10* 15 F (non ma- 
terialisee dans la mesure ou les valeurs sont tres 
faibles. Ces capacites sont integrees dans les in- is 
ductances 12 et 14), 

inductances 22-1 et 24-1 egales a 55 10' 12 H, 
capacite 20-1 egale 69 10* 15 F, 

- capacite 26-1 egale a 229 10" 15 F. 

20 

L'homme de Tart remarquera que pour cette pre- 
miere cellule CEI, les deux equations precitees sont ve- 
rifiees. 

En ce qui concerne la cellule CE2 : les valeurs des 
elements de filtrage-drain sont les suivantes : 

- inductances 22-2 et 24-2 egales a 39 10' 12 H, 
capacite 20-2 egale a 97 10' 15 F, et 

- capacite 26-2 egale a 344 10 -15 F. 

En ce qui concerne la cellule CE3 : les valeurs des 
elements de filtrage-drain sont les suivantes : 

- inductances 22-3 et 24-3 egales a 32 10" 12 H, 
capacite 20-3 egale a 119 10' 15 F, et 

- capacite 26-3 egale a 432 10" 15 F. 

Enfin, pour la cellule CE4 ; les valeurs des elements 
de filtrage-drain sont les suivantes : 

- inductances 22-4 et 24-4 egales a 27 10' 15 H, 
capacite 20-4 egale a 1 37 10" 15 F, et 
capacite 26-4 egale a 0,5 10' 12 F. 

L'homme du metier remarquera que les equations 
precitees sont verifiees pour chacune des cellules CEI 
aCE4. 

De plus, il observera que impedance caracteristi- 
que de chaque cellule diminue par rapport a celle de la 
cellule precedente, selon la loi suivante : 

Zcer = Zed (nce/r) x 

avec: ~ 

nee = nombre de cellules, ici nee = 4, 
r = rang de la cellule, 



Zcer impedance caracteristique de la cellule CE de 
rang r 

Zed impedance caracteristique de la charge de sor- 
tie, ici egale a 10 f>. 
x reel, 0 < x <1 . 

Par exemple, avec x=0,5, impedance caracteristi- 
que de la cellule CE 1 est egale a 1 0(4/1 ) 0 - 5 = 20 et im- 
pedance caracteristique de la cellule CE4 est egale a 
10(4/4) 0 - 5 = 10. 

II remarquera que ce sont les valeurs des inductan- 
ces 22 et 24 ainsi que de la capacite 26 qui sont reelle- 
ment modifiees d'une cellule a I'autre pour obtenir 
I'adaptation basse impedance choisie. 

En reference a la figure 3, l'homme du metier re- 
connaTt le dessin de masque de I'amplificateur distribue 
decrit en reference a la figure 2, en technologie de circuit 
integre monolithique en hyperfrequences, appele enco- 
re MMIC pour Monolithic Microwave Integrated Circuit. 

On y retrouve les moyens essentiels et constitutes 
de Tamplificateur distribue selon invention. 

II convient de remarquer que ce dessin de masque 
a I'avantage de fournir un amplificateur distribue peu en- 
combrant, simple et facile a mettre en oeuvre avec un 
haut rendement de fabrication. 

II est a noterque les capacites 10 et 20 ne sont pas 
materialisees sur ces dessins de masque dans la me- 
sure ou elles ont une valeur tres faible, non materialisa- 
ble, et directement integrees dans les inductances 12 
et 14 d'une part, et 22 et 24 d'autre part. 

II est a observer aussi que les inductances-grilles 
respectent des regies de dessin connues de l'homme 
du metier. 

Sur les figures 4A a 4D sont representees schema- 
tiquement des liaisons sur fibres optiques FO entre un 
emetteur optoelectronique de type diode laser LA et un 
recepteur optoelectronique de type photodiode PH. 

En correspondance a ces dispositifs, sont repre- 
sentees sur les figures 5 a 7 des courbes representant 
les bilans de ces liaisons, notamment en ce qui concer- 
ne les coefficients S21 et S11 en decibels. 

Sur la figure 4A, la liaison est de type telecommu- 
nication sans adaptation d'impedance ni en entree, ni 
en sortie. 

Sur la figure 4B, une adaptation basse impedance, 
selon la technique par resistance complementaire RC 
de 45 £2, est illustree avec en sortie une adaptation sur 

50 a. 

En figure 4C : est representee la liaison selon in- 
vention dans laquelle la diode laser LA est precedee 
d'un amplificateur adaptateur basse impedance AD se- 
lon invention, avec en sortie une adaptation d'impedan- 
ce 50 CI classique. 

Enfin, en figure 4D, est illustree une liaison dans 
laquelle, en amont est prevu I'amplificateur distribue AD 
selon invention, et en sortie un amplificateur haute im- 
pedance specif ique STA du type de celui decrit en refe- 
rence a la Demande de Brevet deposee par la Deman- 
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deresse le meme jour, portant sur un amplificateur haute 
impedance a large bande hyperfrequences pour rece- 
voir des signaux hyperfrequences a tres large bande 
emanant d'une source de courant capacitive a haute im- 
pedance. 

Sur les figures 5 a 7, on a represents les bilans des 
liaisons decrites en reference en 4A a 4D. La courbe B1 
illustre le bilan la liaison decrite en reference a la figure 
4A, la courbe B2 illustre le bilan de la liaison decrite en 
reference a la figure 4B, la courbe B3 illustre le bilan de 
la liaison decrite en reference a la figure 4G et la courbe 
B4 illustre la liaison decrite en reference a ia figure 4D. 

On sait que le coefficient S21 est un coefficient.de 
transmission qui exprime le gain en puissance de trans- 
fert d'energie entre la diode laser et la photodiode laser. 
Le coefficient S11 caracterise I'adaptation d'impedance 
de la liaison vue de remission. Le coefficient S22 carac- 
terise I'impedance de la liaison vue de la reception. Plus 
les coefficients S11 et S22 pr6sentent un gain n6gatif 
en decibels, meilleure est I'adaplation. 

La courbe B2 presente une tres bonne adaptation 
en emission et en reception, mais avec un gain en puis- 
sance faible. 

La courbe B3 montre que I'amplificateur distribue 
selon I'invention permet d'obtenir une bonne adaptation 
d'impedance sur la bande de frequences s'etendant 
d'au moins 1 GHz jusqu'au moins 18 GHz avec une pla- 
titude de gain excellente, tout en presentant une bonne 
adaptation. Elle montre aussi que I'amplificateur distri- 
bue selon I'invention off re un gain de I'ordre de 10 a 15 
dB par rapport aux structures de Tart anterieur (courbe 
B2). 

Enfin, la courbe B4 montre que I'installation telle 
que decrite en figure 4D presente un excellent gain avec 
une bonne adaptation d'impedance en emission et en 
reception sur toute la largeur de bande s'etendant d'au 
moins 1 GHz jusqu'a au moins 18 GHz. 



Revendications 

1 . Amplificateur distribue pour signaux hyperfrequen- 
ces a tres large bande, destine a etre interpose en- 
tre un circuit electronique amont d'impedance pre- 
determined et un circuit electronique aval de basse 
impedance par rapport a celle du circuit electroni- 
que amont, ledit amplificateur comprenant une plu- 
rality de cellules amplificatrices (CE) montees cha- 
cune entre une ligne de grille (LG) et une ligne de 
drain (LD), chaque cellule comportant un circuit ac- 
tif possedant au moins un transistor a effet de 
champ (T) monte en source commune, et des ele- 
ments passifs (FG et FD) servant a constituer des 
equivalents de troncons de la ligne de grille et de la 

ligne de drain, 

caracterise en ce que Tune des extremites de la li- 
gne de grille (LG), formant I'entree (E) de i'amplifi- 
cateur distribue. est reliee au circuit electronique 



10 
amont ; 

en ce que Tune des extremites de la ligne de 
drain (LD), formant la sortie (S) de I'amplifica- 
5 teur distribue, est reliee au circuit electronique 

aval, et 

en ce que elements passifs servant a constituer 
les equivalents de troncons de la ligne de drain 
(FD) de chaque cellule comprennent une capa- 
city (26) montee en parallele entre le drain et 
la source du transistor a effet de champ et dont 
la valeur varie de faoon croissante d'une cellule 
a ('autre selon le sens de propagation des si- 
gnaux hyperfrequences et conformement a 
une loi choisie, et des elements inductifs (22, 
24) dont les valeurs varient de lacon decrois- 
sante d'une cellule a I'autre dans le sens de pro- 
pagation des signaux hyperfrequences et con- 
formement a une loi choisie, afin d'amener pro- 
gressivement I'impedance caracteristiquede la 
ligne de drain (LD) a une valeur choisie permet- 
tant une adaptation basse impedance entre les 
circuits electroniques amont et aval, tout en 
conservant un gain plat sans discontinuity sur 
la tres large bande de frequences. 

Amplificateur dans lequel des premiers moyens de 
polarisation appliquent une premiere tension de po- 
larisation (POG) a la ligne de grille, et dans lequel 
des seconds moyens de polarisation appliquent 
une seconde tension de polarisation (POD) a la li- 
gne de drain, caracterise en ce que la premiere ten- 
sion de polarisation (POG) est appliquee a I'autre 
extremite de la ligne de grille (LG) a travers une pre- 
miere resistance terminale (RG) d'une valeur ohmi- 
que predeterminee, et 

en ce que la seconde tension de polarisation (POD) 
est appliquee a I'autre extremite de la ligne de drain 
(LD) a travers une seconde resistance terminale 
(RD) d'une valeur ohmique plus faible que celle de 
la premiere resistance terminale (RG). 

Amplificateur selon la revendication 1 , caracterise 
en que le circuit electronique aval a une impedance 
caracteristique de quelques Ohms, tandis que le 
circuit electronique amont a une impedance carac- 
teristique egale a 50 Q. 

so 4. Amplificateur selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, dans lequel le circuit electro- 
nique aval comprend une diode laser capable 
d'emettre des signaux hyperfrequences a tres large 
bande. 

55 

5. Amplificateur selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, dans lequel la bande des si- 
gnaux hyperfrequences s'etend d'au moins 1 GHz 
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jusqu'a au moins 18 GHz. 

6. Amplificateur seion Tune des revendications prece- 
dentes. dans lequel le nombre de cellules amplifi- 
catrices est de 4, dans lequel la valeur ohmique de 5 
la premiere resistance terminale (RG) est de 50 Q, 

et dans lequel la valeur ohmique de la seconde re- 
sistance terminale (RD) est de 10 C2. 

7. Utilisation de I'amplificateur selon I'une des reven- 10 
dications precedentes dans la fabrication de circuits . 
integres monolithiques hyperfrequences, destines 

a la transmission de signaux hyperfrequences sur 
fibres optiques. 
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